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(57)【要約】
【課題】シフトレジスタ回路を多段に接続したドライバ
回路の回路規模を縮小させることを課題とする。
【解決手段】シフトレジスタ回路２０は、ノード２１の
電位が上昇することに応じてノード２２の電位を降下さ
せるトランジスタ１と、ノード２２の電位が上昇するこ
とに応じてノード２１の電位を降下させるトランジスタ
２とを有する。シフトレジスタ回路２０は、「ＣＬＫ１

」が入力された際にソースの電位を上昇させるトランジ
スタ３と、ノード２１の電位が上昇することに応じてト
ランジスタ３のソースの電位をノード２３に供給するト
ランジスタ４とを有する。シフトレジスタ回路２０は、
ノード２３の電位が上昇することに応じて「ＯＵＴ１」
を出力させるトランジスタ５と、「ＯＵＴ２」を出力さ
せるトランジスタ６とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲートが第１の導電経路に接続されて、ドレインが第２の導電経路に接続されるととも
にソースが低電位端子に接続された、前記第１の導電経路の電位が上昇することに応じて
前記第２の導電経路の電位を降下させる第１のトランジスタと、
ゲートが前記第２の導電経路に接続されて、ドレインが前記第１の導電経路に接続される
とともにソースが低電位端子に接続された、前記第２の導電経路の電位が上昇することに
応じて前記第１の導電経路の電位を降下させる第２のトランジスタと、
ゲートおよびドレインが第１のクロック信号の入力端子に接続された、前記第１のクロッ
ク信号が入力された際にソースの電位を上昇させる第３のトランジスタと、
ゲートが前記第１の導電経路に接続され、ドレインが前記第３のトランジスタのソースに
接続されるとともにソースが第３の導電経路に接続された、前記第１の導電経路の電位が
上昇することに応じて前記第３のトランジスタのソースの電位を前記第３の導電経路に供
給する第４のトランジスタと、
ゲートが前記第３の導電経路に接続され、ドレインが前記第１のクロック信号を所定量遅
延させた第２のクロック信号の入力端子に接続されるとともにソースが第１の出力端子に
接続された、前記第３の導電経路の電位が上昇することに応じて前記第２のクロック信号
を第１の出力信号として前記第１の出力端子から出力させる第５のトランジスタと、
ゲートが前記第３の導電経路に接続され、ドレインが前記第２のクロック信号を所定量遅
延させた第３のクロック信号の入力端子に接続されるとともにソースが第２の出力端子に
接続された、前記第３の導電経路の電位が上昇することに応じて前記第３のクロック信号
を第２の出力信号として前記第２の出力端子から出力させる第６のトランジスタと
　を有することを特徴とするシフトレジスタ回路。
【請求項２】
　ゲートが次段のシフトレジスタ回路が前記第１の出力信号に対応する信号を出力する出
力端子に接続され、ドレインが前記第３の導電経路に接続されるとともにソースが低電位
端子に接続された、前記次段のシフトレジスタ回路が出力した信号の電位に応じて前記第
３の導電経路の電位を降下させる第７のトランジスタをさらに有することを特徴とする請
求項１に記載のシフトレジスタ回路。
【請求項３】
　ゲートが前記第３の導電経路に接続されて、ドレインが第４の導電経路に接続されると
ともにソースが低電位端子に接続された、前記第３の導電経路の電位が上昇することに応
じて前記第４の導電経路の電位を降下させる第８のトランジスタと、
ゲートが前記第４の導電経路に接続され、ドレインが前記第３の導電経路に接続されると
ともにソースが低電位端子に接続された、前記第４の導電経路の電位が上昇することに応
じて前記第３の導電経路の電位を降下させる第９のトランジスタとをさらに有することを
特徴とする請求項１または２に記載のシフトレジスタ回路。
【請求項４】
　ゲートが前記第１のクロック信号の位相をずらして前記第３のクロック信号と同じタイ
ミングで立ち上がる第４のクロック信号の入力端子に接続されて、ドレインが高電位端子
に接続されるとともにソースが前記第４の導電経路に接続された、前記第４のクロック信
号の入力に応じて前記第４の導電経路の電位を上昇させる第１０のトランジスタをさらに
有することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１つに記載のシフトレジスタ回
路。
【請求項５】
　ゲートが前記第４のクロック信号の入力端子に接続されて、ドレインが高電位端子に接
続されるとともにソースが前記第２の導電経路に接続された、前記第４のクロック信号の
入力に応じて前記第２の導電経路の電位を上昇させる第１１のトランジスタをさらに有す
ることを特徴とする請求項４に記載のシフトレジスタ回路。
【請求項６】
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　ゲートが前記第２の導電経路に接続され、ドレインが前記第１の出力端子に接続される
とともにソースが低電位端子に接続された、前記第２の導電経路の電位が上昇することに
応じて前記第１の出力端子の電位を降下させる第１２のトランジスタと、
ゲートが前記第２の導電経路に接続され、ドレインが前記第２の出力端子に接続されると
ともにソースが低電位端子に接続された、前記第２の導電経路の電位が上昇することに応
じて前記第２の出力端子の電位を降下させる第１３のトランジスタとをさらに有すること
を特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか１つに記載のシフトレジスタ回路。
【請求項７】
　ゲートが入力信号の入力端子に接続され、ドレインが高電位端子に接続されるとともに
ソースが前記第１の導電経路に接続された、前記入力信号の電位に応じて前記第１の導電
経路の電位を上昇させる第１５のトランジスタをさらに有することを特徴とする請求項１
乃至請求項６のいずれか１つに記載のシフトレジスタ回路。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか１つに記載のシフトレジスタ回路を有するドライバ回
路と、
前記ドライバ回路が出力する信号に従って発光する発光素子によって画像を表示する表示
パネルと
を備えたことを特徴とする画像表示装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項７のいずれか１つに記載のシフトレジスタ回路を有するドライバ回
路と、
前記ドライバ回路が出力する信号に従って画像を表示する液晶パネルと
を備えたことを特徴とする画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シフトレジスタ回路および画像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、前段の回路が出力した信号を後段の回路へ伝達するシフトレジスタ回路が知られ
ている。このようなシフトレジスタ回路は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）や有機Ｅ
Ｌ（Electro-Luminescence）ディスプレイ等の表示素子を順次操作するためのドライバ回
路として用いられている。
【０００３】
　以下、図１４を用いて、シフトレジスタ回路の動作について説明する。図１４は、従来
のシフトレジスタ回路を説明する回路図である。例えば、図１４に示すシフトレジスタ回
路３０は、複数のトランジスタ３１～３８、ノード４０、４１を有する。なお、図１４に
示す例では、トランジスタ３１、３７は、ゲート（ベース）およびドレイン（コレクタ）
がダイオード接続されている。
【０００４】
　このようなシフトレジスタ回路３０では、前段の回路から入力された信号を次段の回路
に出力しない非選択時においては、ノード４０の電位がＬｏｗ状態となり、ノード４１の
電位がＨｉｇｈ状態となる。また、シフトレジスタ回路３０では、前段の回路から入力さ
れた信号を次段の回路に出力する選択時においては、ノード４０の電位がＨｉｇｈ状態と
なり、ノード４１の電位がＬｏｗ状態となる。
【０００５】
　ここで、シフトレジスタ回路３０は、前段の回路から入力信号である「ｉｎ」のパルス
が入力されると、ダイオードとして動作するトランジスタ３１を介し、パルスをノード４
０に入力する。このような場合には、ノード４０の電位がＨｉｇｈ状態となり、トランジ
スタ３５がオン状態となる結果、シフトレジスタ回路３０は、クロック信号である「ＣＬ
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Ｋ」を出力信号である「ＯＵＴ」として出力する。
【０００６】
　また、シフトレジスタ回路３０は、「ｉｎ」のパルスをトランジスタ３４のゲート（ベ
ース）に入力する。このような場合には、トランジスタ３４がオン状態となり、ノード４
１の電位が「ＶＧＬ（低電位）」へと降下する。また、シフトレジスタ回路３０は、クロ
ック信号のパルスをトランジスタ３８のゲートに入力する。この結果、トランジスタ３８
がオン状態になり、ノード４１の電位が「ＶＧＬ」へと降下し、トランジスタ３３がオフ
状態となり、ノード４０の電位がＨｉｇｈ状態となる。
【０００７】
　また、シフトレジスタ回路３０は、次段の回路が出力した「ＯＵＴ」を、トランジスタ
３２のゲートに入力する。すると、トランジスタ３２がオン状態となるので、ノード４０
の電位が「ＶＧＬ」へと降下する。また、シフトレジスタ回路３０の動作終了後は、トラ
ンジスタ３４、３８がオフ状態となり、ノード４１の電位がＬｏｗ状態からＨｉｇｈ状態
へと遷移し、トランジスタ３３、３６がオン状態となる結果、ノード４０が安定してＬｏ
ｗ状態となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００３－０４６０９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上述したシフトレジスタ回路３０では、１つの「ｉｎ」に対して１つの
「ＯＵＴ」しか出力できないので、シフトレジスタ回路を多段に設置するドライバ回路の
回路規模を増大させてしまうという問題がある。
【００１０】
　例えば、ＬＣＤや有機ＥＬディスプレイ等の表示素子を操作するドライバ回路にシフト
レジスタ回路３０を適用する場合は、シフトレジスタ回路３０を走査線の数だけ設置しな
ければならず、回路規模が増大する結果、狭額縁化を図ることができない。
【００１１】
　開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、シフトレジスタ回路を多段に接続
したドライバ回路の回路規模を縮小させることができるシフトレジスタ回路および画像表
示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係るシフトレジスタ回路および画像表示装置は、ゲートが第１の導電経路に接
続されて、ドレインが第２の導電経路に接続されるとともにソースが低電位端子に接続さ
れた、前記第１の導電経路の電位が上昇することに応じて前記第２の導電経路の電位を降
下させる第１のトランジスタと、ゲートが前記第２の導電経路に接続されて、ドレインが
前記第１の導電経路に接続されるとともにソースが低電位端子に接続された、前記第２の
導電経路の電位が上昇することに応じて前記第１の導電経路の電位を降下させる第２のト
ランジスタと、ゲートおよびドレインが第１のクロック信号の入力端子に接続された、前
記第１のクロック信号が入力された際にソースの電位を上昇させる第３のトランジスタと
、ゲートが前記第１の導電経路に接続され、ドレインが前記第３のトランジスタのソース
に接続されるとともにソースが第３の導電経路に接続された、前記第１の導電経路の電位
が上昇することに応じて前記第３のトランジスタのソースの電位を前記第３の導電経路に
供給する第４のトランジスタと、ゲートが前記第３の導電経路に接続され、ドレインが前
記第１のクロック信号を所定量遅延させた第２のクロック信号の入力端子に接続されると
ともにソースが第１の出力端子に接続された、前記第３の導電経路の電位が上昇すること
に応じて前記第２のクロック信号を第１の出力信号として前記第１の出力端子から出力さ
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せる第５のトランジスタと、ゲートが前記第３の導電経路に接続され、ドレインが前記第
２のクロック信号を所定量遅延させた第３のクロック信号の入力端子に接続されるととも
にソースが第２の出力端子に接続された、前記第３の導電経路の電位が上昇することに応
じて前記第３のクロック信号を第２の出力信号として前記第２の出力端子から出力させる
第６のトランジスタとを有する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係るシフトレジスタ回路および画像表示装置は、シフトレジスタ回路を多段に
接続したドライバ回路の回路規模を縮小させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１形態のシフトレジスタ回路を示す回路図である。
【図２】トランジスタの電流特性を説明するグラフである。
【図３】シフトレジスタ回路に入力される信号波形を説明する図である。
【図４】シフトレジスタ回路の動作を説明する図である。
【図５】期間Ｔ０におけるシフトレジスタ回路の状態を説明する図である。
【図６】期間Ｔ１におけるシフトレジスタ回路の状態を説明する図である。
【図７】期間Ｔ３におけるシフトレジスタ回路の状態を説明する図である。
【図８】期間Ｔ５におけるシフトレジスタ回路の状態を説明する図である。
【図９】期間Ｔ７におけるシフトレジスタ回路の状態を説明する図である。
【図１０】期間Ｔ９におけるシフトレジスタ回路の状態を説明する図である。
【図１１】期間Ｔ１５におけるシフトレジスタ回路の状態を説明する図である。
【図１２】シフトレジスタ回路の適用例を説明する第１の図である。
【図１３】シフトレジスタ回路の適用例を説明する第２の図である。
【図１４】従来のシフトレジスタ回路を説明する回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本発明に係るシフトレジスタ回路および画像表示装置の実施例を図面に基づい
て詳細に説明する。なお、この実施例によりこの発明が限定されるものではない。そして
、以下に例示する実施形態は、形状を矛盾させない範囲で適宜変更、組み合わせることが
可能である。
【００１６】
［第１形態］
［シフトレジスタ回路の構造］
　図１を用いて、シフトレジスタ回路の第１形態を説明する。図１は、第１形態のシフト
レジスタ回路を示す回路図である。図１に示したように、シフトレジスタ回路２０は、シ
フトレジスタ部２５と、ＯＵＴ波形制御部２６とからなる。具体的には、シフトレジスタ
回路２０は、複数のトランジスタ１～１５と、複数のノード２１～２４を有する。また、
シフトレジスタ回路２０は、前段のシフトレジスタ回路が出力した信号である「ｉｎ」、
クロック信号である「ＣＬＫ１」、「ＣＬＫ２」、「ＣＬＫ３」、「ＣＬＫ４」の入力端
子を有する。
【００１７】
　また、シフトレジスタ回路２０は、シフトレジスタ回路２０の出力である「ＯＵＴ１」
、「ＯＵＴ２」の出力端子を有する。すなわち、シフトレジスタ回路２０は、１つの入力
信号「ｉｎ」に対して、２つの信号「ＯＵＴ１」、「ＯＵＴ２」を順に出力する。例えば
、シフトレジスタ回路２０は、画像表示装置のドライバ回路に適用される場合には、「Ｏ
ＵＴ１」、「ＯＵＴ２」の出力端子から、画像表示領域の連続する２つのゲート線に信号
を順次出力する。
【００１８】
　また、シフトレジスタ回路２０は、「ＯＵＴ１」および「ＯＵＴ２」の出力後に、待機
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状態へと遷移するために、「ＯＵＴ３」が入力される入力端子を有する。「ＯＵＴ３」は
、次段のシフトレジスタ回路において、上記シフトレジスタ回路２０の「ＯＵＴ１」に対
応する出力信号である。なお、次段のシフトレジスタ回路では、上記シフトレジスタ回路
２０の「ＣＬＫ１」が「ＣＬＫ４」に対応し、「ＣＬＫ２」が「ＣＬＫ２」に対応し、「
ＣＬＫ３」が「ＣＬＫ３」に対応し「ＣＬＫ４」が「ＣＬＫ１」に対応する。
【００１９】
　また、シフトレジスタ回路２０は、電位が所定の閾値よりも高い値「ＶＧＨ」に保たれ
ている高電位端子と、電位が所定の閾値よりも低い値「ＶＧＬ」に保たれている低電位端
子とを有する。なお、以下の説明では、「ＶＧＨ」の値はＧＮＤ（グランド）よりも高い
値とし、例えば、８（Ｖ）～２０（Ｖ）、「ＶＧＬ」の値はＧＮＤよりも低い値とし、例
えば、－５（Ｖ）～－１５（Ｖ）とする。
【００２０】
　また、各トランジスタ１～１５は、例えば、ｎチャンネルのＭＯＳＦＥＴ（Metal-Oxid
e-Semiconductor Field-Effect Transistor)であるが、本発明はこれに限定されるもので
はない。例えば、各トランジスタ１～１５は、ＮＰＮ型のトランジスタや、キャリアが電
子であるタイプ（ｎ型）のＭＩＳ(Metal Insulator Semiconductor）構造を採用した電界
効果トランジスタ（FET:Field Effect Transistor）であってもよい。
【００２１】
　また、各トランジスタ１～１５は、ＦＥＴの一種である薄膜トランジスタ（TFT：Thin 
Film Transistor）、すなわちｎ－ＭＩＳＦＥＴＴＦＴであってもよい。また、ＰＮＰ型
のトランジスタやキャリアが正孔である（ｐ型）のＦＥＴ、又はＴＦＴ等を用いて、シフ
トレジスタ回路２０と同等の機能を発揮する回路を構成してもよい。
【００２２】
　ここで、各トランジスタ１～１５は、ゲート、ソース、ドレインの３つの電極が存在す
るが、ソース、およびドレインは、トランジスタの導電性及び相対的な電位関係によって
定義される。このため、以下の説明では、各トランジスタ１～１５がｎチャンネルのＭＯ
ＳＦＥＴであるものとし、各トランジスタ１～１５が有する端子のうち、高電位側の端子
をドレイン、低電位側の端子をソースと記載する。
【００２３】
［接続関係］
　ここで、図１に示したシフトレジスタ回路２０における各トランジスタ１～１５、ノー
ド２１～２４の接続関係について説明する。
【００２４】
　ノード２１は、トランジスタ１、２、４、１４、１５を接続する導電経路である。詳細
には、ノード２１は、トランジスタ１のゲート、トランジスタ２のドレイン、トランジス
タ４のゲート、トランジスタ１４のドレイン、トランジスタ１５のソースに接続される。
【００２５】
　ノード２２は、トランジスタ１、２、１１、１２、１３を接続する導電経路である。詳
細には、ノード２２は、トランジスタ１のドレイン、トランジスタ２のゲート、トランジ
スタ１１のソース、トランジスタ１２のゲート、トランジスタ１３のゲートに接続される
。
【００２６】
　ノード２３は、トランジスタ４、５、６、７、８、９を接続する導電経路である。詳細
には、ノード２３は、トランジスタ４のソース、トランジスタ５のゲート、トランジスタ
６のゲート、トランジスタ７のドレイン、トランジスタ８のゲート、トランジスタ９のド
レインに接続される。
【００２７】
　ノード２４は、トランジスタ８、９、１０を接続する導電経路である。詳細には、ノー
ド２４は、トランジスタ８のドレイン、トランジスタ９のゲート、トランジスタ１０のソ
ースに接続される。
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【００２８】
　トランジスタ１は、ゲートがノード２１に接続されて、ドレインがノード２２に接続さ
れるとともにソースが低電位端子に接続される。そして、トランジスタ１は、ノード２１
の電位が所定の閾値よりも高い場合には、オン状態となる。この結果、ノード２２の電位
が「ＶＧＬ」へ引き下げられる。
【００２９】
　トランジスタ２は、ゲートがノード２２に接続されて、ドレインがノード２１に接続さ
れるとともにソースが低電位端子に接続される。そして、トランジスタ２は、ノード２２
の電位が所定の閾値よりも高い場合には、オン状態となる。この結果、ノード２１の電位
が「ＶＧＬ」へ引き下げられる。
【００３０】
　トランジスタ３は、ゲートおよびドレインが「ＣＬＫ１」の入力端子に接続されて、ソ
ースがトランジスタ４のドレインに接続される。そして、トランジスタ３は、「ＣＬＫ１

」の電位が所定の閾値よりも高い場合には、オン状態となる。この結果、トランジスタ４
に「ＶＧＨ」が供給される。
【００３１】
　トランジスタ４は、ゲートがノード２１に接続され、ドレインがトランジスタ３のソー
スに接続されるとともにソースがノード２３に接続される。そして、トランジスタ４は、
ノード２１の電位が所定の閾値よりも高い場合に、オン状態となる。この結果、「ＣＬＫ

１」の電位が所定の閾値よりも高く、ノード２１の電位が所定の閾値よりも高い場合に、
トランジスタ３から供給される「ＶＧＨ」がノード２３へ供給され、ノード２３の電位が
上昇する。
【００３２】
　トランジスタ５は、ゲートがノード２３に接続され、ドレインが「ＣＬＫ２」の入力端
子に接続されるとともにソースが「ＯＵＴ１」に接続される。そして、トランジスタ５は
、ノード２３の電位が所定の閾値よりも高い場合に、オン状態となる。この結果、「ＣＬ
Ｋ２」が「ＯＵＴ１」として出力される。
【００３３】
　トランジスタ６は、ゲートがノード２３に接続され、ドレインが「ＣＬＫ３」の入力端
子に接続されるとともにソースが「ＯＵＴ２」に接続される。そして、トランジスタ６は
、ノード２３の電位が所定の閾値よりも高い場合に、オン状態となる。この結果、「ＣＬ
Ｋ３」が「ＯＵＴ２」として出力される。
【００３４】
　トランジスタ７は、ゲートが「ＯＵＴ３」の入力端子に接続され、ドレインがノード２
３に接続されるとともにソースが低電位端子に接続される。そして、トランジスタ７は、
「ＯＵＴ３」の電位が所定の閾値よりも高い場合には、オン状態となる。この結果、ノー
ド２３の電位が「ＶＧＬ」へと引き下げられる。
【００３５】
　トランジスタ８は、ゲートがノード２３に接続されて、ドレインがノード２４に接続さ
れるとともにソースが低電位端子に接続される。そして、トランジスタ８は、ノード２３
の電位が所定の閾値よりも高い場合に、オン状態となる。この結果、ノード２４の電位が
「ＶＧＬ」へ引き下げられる。
【００３６】
　トランジスタ９は、ゲートがノード２４に接続され、ドレインがノード２３に接続され
るとともにソースが低電位端子に接続される。そして、トランジスタ９は、ノード２４の
電位が所定の閾値よりも高い場合に、オン状態となる。この結果、ノード２３の電位が「
ＶＧＬ」へ引き下げられる。
【００３７】
　トランジスタ１０は、ゲートが「ＣＬＫ４」の入力端子に接続されて、ドレインが高電
位端子に接続されるとともにソースがノード２４に接続される。そして、トランジスタ１



(8) JP 2014-191836 A 2014.10.6

10

20

30

40

50

０は、「ＣＬＫ４」の電位が所定の閾値よりも高い場合に、オン状態となる。この結果、
ノード２４に「ＶＧＨ」が供給されて、ノード２４の電位が上昇する。
【００３８】
　トランジスタ１１は、ゲートが「ＣＬＫ４」の入力端子に接続されて、ドレインが高電
位端子に接続されるとともにソースがノード２２に接続される。そして、トランジスタ１
１は、「ＣＬＫ４」の電位が所定の閾値よりも高い場合に、オン状態となる。この結果、
ノード２２に「ＶＧＨ」が供給されて、ノード２２の電位が上昇する。
【００３９】
　トランジスタ１２は、ゲートがノード２２に接続され、ドレインにトランジスタ５のソ
ースおよび「ＯＵＴ１」の出力端子が接続され、ソースに低電位端子が接続される。そし
て、トランジスタ１２は、ノード２２の電位が所定の閾値よりも高い場合に、オン状態と
なる。この結果、トランジスタ５のソース、すなわち「ＯＵＴ１」の出力端子における電
位が「ＶＧＬ」へ引き下げられる。
【００４０】
　トランジスタ１３は、ゲートがノード２２に接続され、ドレインにトランジスタ６のソ
ースおよび「ＯＵＴ２」の出力端子が接続され、ソースに低電位端子が接続される。そし
て、トランジスタ１３は、ノード２２の電位が所定の閾値よりも高い場合に、オン状態と
なる。この結果、トランジスタ６のソース、すなわち「ＯＵＴ２」の出力端子における電
位が「ＶＧＬ」へ引き下げられる。
【００４１】
　トランジスタ１４は、ゲートに「ＯＵＴ３」の入力端子が接続され、ドレインにノード
２１が接続され、ソースに低電位端子が接続されている。そして、トランジスタ１４は、
「ＯＵＴ３」の電位が所定の閾値よりも高い場合には、オン状態となる。この結果、ノー
ド２１の電位が「ＶＧＬ」へと引き下げられる。
【００４２】
　トランジスタ１５は、ゲートに信号「ｉｎ」の入力端子が接続され、ドレインに高電位
端子が接続され、ソースにノード２１が接続される。そして、トランジスタ１５は、信号
「ｉｎ」の電位が所定の閾値よりも高い場合には、オン状態となる。この結果、ノード２
１に「ＶＧＨ」が供給され、ノード２１の電位が上昇する。
【００４３】
　このように、シフトレジスタ回路２０は、ノード２１の電位の上昇に伴って、ノード２
２の電位を下降させるトランジスタ１と、ノード２２の電位の上昇に伴って、ノード２１
の電位を下降させるトランジスタ２とを有する。また、シフトレジスタ回路２０は、トラ
ンジスタ３とトランジスタ４により、「ＣＬＫ１」の電位が高く、ノード２１の電位が高
い場合に、「ＶＧＨ」をノード２３に供給する。このとき、ノード２１の電位を降下させ
るトランジスタ２、１４がオフ状態となり、さらに、トランジスタ１５もオフ状態となる
ことから、ブートストラップによりノード２１の電位が上昇し、ノード２３へ安定的に「
ＶＧＨ」が供給される。
【００４４】
　また、シフトレジスタ回路２０は、ノード２３の電位の上昇に伴って、「ＣＬＫ２」を
「ＯＵＴ１」として出力するトランジスタ５と、「ＣＬＫ３」を「ＯＵＴ２」として出力
するトランジスタ６とを有する。このとき、ノード２３の電位を降下させるトランジスタ
７、９がオフ状態となることから、さらに、トランジスタ３もオフ状態となることから、
ブートストラップによりノード２３の電位が上昇し、各ＯＵＴを安定的に出力することが
できる。
【００４５】
　ここで、各トランジスタ１～１５のドレイン、ソース間に流れる電流は、ゲート、ソー
ス間の電位に応じて変化する。このため、各トランジスタ１～１５は、ゲートの電位が所
定の閾値よりも十分に高い場合は、完全なオン状態となるが、所定の閾値よりも十分に高
くない場合は、完全なオン状態とはならない。また、各トランジスタ１～１５は、ゲート
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の電位が所定の閾値よりも十分に低い場合は、完全なオフ状態となるが、ゲートの電位が
所定の閾値よりも十分に低くない場合は、完全なオフ状態とはならない。
【００４６】
　例えば、図２は、トランジスタの電流特性を説明するグラフである。なお、図２に示す
グラフは、横軸を各トランジスタ１～１５のゲート、ソース間の電位Ｖｇ（V:Volt）とし
、縦軸にドレイン、ソース間の電流Ｉｄ（A:Ampere）を対数表示した。図２に示すように
、各トランジスタ１～１５は、電位Ｖｇが十分に低い場合には、電流Ｉｄをほぼ流さない
オフ状態となる。
【００４７】
　また、各トランジスタ１～１５は、電位Ｖｇが十分に低くない場合には、電流Ｉｄが流
れるオン（低）状態となる。また、各トランジスタ１～１５は、電位Ｖｇが十分に高くな
い場合には、電流Ｉｄが十分に流れないオン（中）状態となる。また、各トランジスタ１
～１５は、電位Ｖｇが十分に高い場合には、電流Ｉｄが飽和し、完全なオン状態であるオ
ン（高）状態となる。
【００４８】
　このため、図１４に例示した従来のシフトレジスタ回路３０は、各トランジスタ３１～
３８のゲートに印加される電位が所定の閾値よりも十分に高くない場合には、各トランジ
スタ３１～３８がオン（高）状態とはならず、動作不良を引き起こす場合がある。また、
従来のシフトレジスタ回路３０は、各トランジスタ３１～３８のゲートに印加される電位
が所定の閾値よりも十分に低くない場合には、オフ状態とはならず、動作不良を引き起こ
す場合がある。
【００４９】
　一方、本発明のシフトレジスタ回路２０は、「ＯＵＴ１」の電位にではなく、ノード２
１の電位に応じてノード２２の電位を下げる。この結果、シフトレジスタ回路２０は、「
ＯＵＴ１」および「ＯＵＴ２」を出力する際に、ノード２２の電位を確実に下げることが
できる。さらに、シフトレジスタ回路２０は、「ＯＵＴ１」および「ＯＵＴ２」を出力す
る際に、ブートストラップによるカップリングによって、ノード２３の電位を「ＶＧＨ」
以上にすることができる。この結果、ノード２３の電位を十分高い状態に保てることで、
信号出力の降下を防ぐことができる。
【００５０】
[シフトレジスタ回路２０の動作の流れ]
　このようなシフトレジスタ回路２０の動作の流れを説明する。まず、図３を用いて、シ
フトレジスタ回路２０に入力する信号について説明する。図３は、シフトレジスタ回路に
入力される信号波形を説明する図である。例えば、図３に示す例では、シフトレジスタ回
路２０には、「ｉｎ」として、例えば「ＶＳＴ」（垂直走査開始信号：Vertical Start T
echnology）が入力されるとともに、複数のクロック信号「ＣＬＫ１」、「ＣＬＫ２」、
「ＣＬＫ３」、「ＣＬＫ４」が入力される。
【００５１】
　ここで、「ＶＳＴ」とは、シフトレジスタ回路２０の前段に他のシフトレジスタ回路が
存在しない場合に、「ｉｎ」としてシフトレジスタ回路２０に入力される信号であり、複
数のシフトレジスタが信号を伝達する処理の開始を示す信号である。
【００５２】
　また、「ＣＬＫ１」とは、電位がＶＧＨからＶＧＬまで周期的に変化する第１のクロッ
ク信号であり、シフトレジスタ回路２０が「ＯＵＴ１」および「ＯＵＴ２」を出力する期
間を示す信号である。この「ＣＬＫ１」は、特許請求の範囲の「第１のクロック信号」の
一例である。
【００５３】
　また、「ＣＬＫ２」とは、電位がＶＧＨからＶＧＬまで周期的に変化し、「ＣＬＫ１」
を所定量遅延させた信号であり、シフトレジスタ回路２０が「ＯＵＴ１」を出力するタイ
ミングを示すクロック信号である。この「ＣＬＫ２」は、特許請求の範囲に記載の「第２
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のクロック信号」の一例である。
【００５４】
　また、「ＣＬＫ３」とは、電位がＶＧＨからＶＧＬまで周期的に変化し、「ＣＬＫ２」
を所定量遅延させた信号であり、シフトレジスタ回路２０が「ＯＵＴ２」を出力するタイ
ミングを示すクロック信号である。この「ＣＬＫ３」は、特許請求の範囲に記載の「第３
のクロック信号」の一例である。
【００５５】
　また、「ＣＬＫ４」とは、電位がＶＧＨからＶＧＬまで周期的に変化し、「ＣＬＫ１」
の位相をずらして「ＣＬＫ３」と同じタイミングで立ち上がる信号である。この「ＣＬＫ

４」は、特許請求の範囲に記載の「第４のクロック信号」の一例である。
【００５６】
　すなわち、「ＣＬＫ２」は、「ｉｎ」と同期してシフトレジスタ回路２０へ入力される
。「ＣＬＫ１」と「ＣＬＫ４」は、「ＣＬＫ３」と同じタイミングで立ち上がる信号であ
るが、位相がずれており、「ＣＬＫ３」と同じタイミングで交互に立ち上がる。「ＣＬＫ

２」は、「ＣＬＫ３」を反転させた信号であり、「ＣＬＫ３」が「ＶＧＨ」のときに「Ｖ
ＧＬ」となる。
【００５７】
　次に、図４を用いて、各信号が入力された際のシフトレジスタ回路２０の動作について
説明する。図４は、シフトレジスタ回路の動作を説明する図である。なお、図４には、シ
フトレジスタ回路２０に入力される「ＣＬＫ１」、「ＣＬＫ２」、「ＣＬＫ３」、「ＣＬ
Ｋ４」および「ｉｎ」の入力波形と、ノード２１～２４の電位変化、「ＯＵＴ１」、「Ｏ
ＵＴ２」、「ＯＵＴ３」、「ＯＵＴ４」の波形を示した。
【００５８】
　ここで、「ＯＵＴ３」は、次段の回路が「ｉｎ」の入力後、最初に出力する信号であり
、シフトレジスタ回路２０が出力する「ＯＵＴ１」に対応する信号である。また「ＯＵＴ

４」は、次段の回路が「ｉｎ」の入力後、２番目に出力する信号であり、シフトレジスタ
回路２０が出力する「ＯＵＴ２」に対応する信号である。
【００５９】
　また、図４には、各トランジスタ１～１５がオン（高）状態となる範囲を網かけで示し
、オン（中）状態となる範囲を濃い点描で示し、オン（低）状態となる範囲を薄い点描で
示す。また、各トランジスタ１～１５がオフ状態となる範囲は、白抜きで示す。また、図
４の期間Ｔ１よりも前の状態では、ノード２１、２３の電位が「ＶＧＬ」であり、ノード
２２、２４の電位が「ＶＧＨ」付近の電位であるものとする。
【００６０】
　このような状態において、シフトレジスタ回路２０が、周期的に変化する「ＣＬＫ２」
と同期した「ｉｎ」が入力されたことに応じて、「ＯＵＴ１」および「ＯＵＴ２」を順次
出力し、後段のシフトレジスタ回路から入力される「ＯＵＴ３」によって出力を停止する
一連の流れを示す。ここでは、図４のＴ１～Ｔ１６に示した期間におけるトランジスタ１
～１５の状態を用いて、上記一連の流れを具体的に説明する。
【００６１】
（期間Ｔ０）期間Ｔ０は、「ｉｎ」が入力される前の非選択期間である。具体的には、「
ｉｎ」、「ＣＬＫ１」、「ＣＬＫ２」、「ＣＬＫ４」の電位がそれぞれ「ＶＧＬ」となり
、「ＣＬＫ３」の電位が「ＶＧＨ」となる期間である。
【００６２】
　図５は、期間Ｔ０におけるシフトレジスタ回路の状態を説明する図である。なお、図５
－図１１では、電位がＶＧＬより高いノードを太線で表し、電位がＶＧＬとなるノードを
細線で表すこととする。図５に示すように、期間Ｔ０では、ノード２２とノード２４が「
ＶＧＨ」を保持しており、トランジスタ２と９がオン状態であることから、ノード２１と
ノード２３は「ＶＧＬ」状態を維持している。このように、期間Ｔ０は、ノード２２およ
びノード２４の電位を「ＶＧＨ」に維持することで、ノード２１およびノード２３の電位
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を「ＶＧＬ」に維持し、各ＯＵＴの出力を抑制する非選択期間の一例である。
【００６３】
　具体的には、図４に示すように、ノード２２およびノード２４の電位が「ＶＧＨ」であ
ることから、トランジスタ２、９、１２、１３がオン（高）状態となる。そして、ノード
２１は、「ＶＧＨ」が供給されていない状態で、トランジスタ２がオン（高）状態である
ことから、「ＶＧＬ」に引っ張られる。この結果、ノード２１の電位は「ＶＧＬ」となる
。また、ノード２３は、「ＣＬＫ１」も「ＶＧＨ」も供給されていない状態で、トランジ
スタ９がオン（高）状態であることから、「ＶＧＬ」に引っ張られる。この結果、ノード
２３の電位は「ＶＧＬ」となる。
【００６４】
　すなわち、期間Ｔ０の状態では、トランジスタ２、９、１２、１３がオン（高）状態と
なり、その他のトランジスタがオフ状態となる。また、ノード２１およびノード２３の電
位は、「ＶＧＬ」となり、ノード２２およびノード２４の電位は、「ＶＧＨ」付近の高電
位となる。
【００６５】
（期間Ｔ１）期間Ｔ１は、上段のシフトレジスタ回路から出力されたＯＵＴが「ｉｎ」に
入力される、または、最上段の場合はスタートパルスが「ｉｎ」に入力される期間である
。具体的には、「ｉｎ」の電位が「ＶＧＨ」となり、「ＣＬＫ１」の電位が「ＶＧＬ」と
なり、「ＣＬＫ２」の電位が「ＶＧＨ」となり、「ＣＬＫ３」の電位が「ＶＧＨ」から「
ＶＧＬ」へ遷移し、「ＣＬＫ４」の電位が「ＶＧＬ」となる期間である。
【００６６】
　図６は、期間Ｔ１におけるシフトレジスタ回路の状態を説明する図である。図６に示す
ように、シフトレジスタ回路２０の「ｉｎ」が入力されると、ノード２１に「ＶＧＨ」が
供給され、トランジスタ１がオン状態となるので、ノード２２の保持されていた「ＶＧＨ
」が「ＶＧＬ」に引っ張られる。したがって、ノード２２の電位が下降し、ノード２１の
電位が上昇する。
【００６７】
　具体的には、図４に示すように、「ｉｎ」の電位が「ＶＧＨ」となることから、トラン
ジスタ１５がオン（高）状態となり、ノード２１に「ＶＧＨ」が供給されはじめる。そし
て、ノード２１の電位が上昇することにより、ノード２１の電位をゲートに入力するトラ
ンジスタ１およびトランジスタ４がオン（中）状態となる。
【００６８】
　また、トランジスタ１がオン（中）状態となることから、ノード２２の電位が「ＶＧＬ
」へ引っ張られる。したがって、ノード２２の電位は、「ＶＧＨ」から降下し、「ＶＧＬ
」よりも高く「ＧＮＤ」よりも低い電位となる。また、トランジスタ２、１２、１３は、
ゲートに入力されるノード２２の電位が「ＶＧＨ」よりも降下するので、オン（高）状態
からオン（低）状態となる。したがって、ノード２１は、トランジスタ２によって、若干
「ＶＧＬ」へ引っ張られる。この結果、ノード２１の電位は、「ＶＧＨ」よりも低く「Ｇ
ＮＤ」よりも高くなる。なお、ノード２４の電位は、引き続き「ＶＧＨ」を維持するので
、トランジスタ９は、オン（高）状態を維持する。
【００６９】
　すなわち、期間Ｔ１の状態では、トランジスタ９および１５がオン（高）状態となり、
トランジスタ１および４がオン（中）状態となり、トランジスタ２、１２、１３がオン（
低）状態となり、その他のトランジスタがオフ状態となる。また、ノード２１の電位は、
「ＶＧＨ」よりも低く「ＧＮＤ」よりも高くなり、ノード２２の電位は、「ＧＮＤ」より
も低い電位となり、ノード２３の電位は、「ＶＧＬ」となり、ノード２４の電位は、期間
Ｔ０から引き続き、「ＶＧＨ」付近の高電位となる。
【００７０】
（期間Ｔ２）期間Ｔ２は、「ｉｎ」が「ＶＧＬ」となる期間である。具体的には、「ｉｎ
」、「ＣＬＫ１」、「ＣＬＫ２」、「ＣＬＫ３」、「ＣＬＫ４」の各電位が「ＶＧＬ」と
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なる期間である。期間Ｔ２は、期間Ｔ１から「ｉｎ」が「ＶＧＬ」となる期間なので、ト
ランジスタ１５がオフ状態となる。しかし、ノード２１は、いずれのトランジスタからも
「ＶＧＬ」へ引っ張られない。したがって、ノード２１の電位は、Ｔ１期間の電位を保持
する。
【００７１】
（期間Ｔ３）期間Ｔ３は、「ＣＬＫ１」と「ＣＬＫ３」の電位が「ＶＧＨ」となる期間で
ある。具体的には、「ｉｎ」の電位が「ＶＧＬ」となり、「ＣＬＫ１」の電位が「ＶＧＨ
」となり、「ＣＬＫ２」の電位が「ＶＧＬ」となり、「ＣＬＫ３」の電位が「ＶＧＨ」と
なり、「ＣＬＫ４」の電位が「ＶＧＬ」となる期間である。
【００７２】
　図７は、期間Ｔ３におけるシフトレジスタ回路の状態を説明する図である。図７に示す
ように、「ＣＬＫ１」により、ノード２３に「ＶＧＨ」が供給されるので、トランジスタ
８がオン状態となり、ノード２４が「ＶＧＬ」に引っ張られる。そして、トランジスタ４
においてブートストラップが発生し、ノード２１が「ＶＧＨ」よりも高い電位となる。こ
のため、トランジスタ１がよりオン状態となり、ノード２２が「ＶＧＬ」となる。また、
ノード２３が「ＶＧＨ」であることから、「ＣＬＫ３」のパルスは、トランジスタ６を介
して「ＯＵＴ２」へ出力される。この結果、前段の「ＯＵＴ２」と同じように表示エリア
のゲートがオンし、前段の画素に書き込まれる電位がこの画素にも書き込まれる。しかし
、これはプリチャージの役割を果たす。
【００７３】
　具体的には、図４に示すように、「ＣＬＫ１」の電位が「ＶＧＨ」となることから、ト
ランジスタ３がオン（高）状態となり、トランジスタ４のドレインに「ＶＧＨ」が供給さ
れる。一方で、トランジスタ２および１４がオフ状態であることから、ノード２１は「Ｖ
ＧＬ」へ引っ張られない。これらの結果、トランジスタ４を介してノード２１でブートス
トラップが発生し、カップリングによってノード２１の電位が「ＶＧＨ」以上となる。例
えば、ノード２１の電位は、「ＶＧＨ」に対して１．３～１．５倍程度に上昇する。
【００７４】
　そして、ノード２１の電位上昇に伴って、トランジスタ１がオン（高）状態となり、ノ
ード２２の電位が「ＶＧＬ」へ引っ張られる。このため、ノード２２の電位は、完全に「
ＶＧＬ」へと引き下げられる。このようにノード２２の電位が「ＶＧＬ」となることから
、トランジスタ２、１２、１３は、オフ状態となる。
【００７５】
　また、トランジスタ３および４がオン状態となるので、ノード２３へ「ＶＧＨ」が供給
され、ノード２３の電位が「ＶＧＨ」となる。そして、ノード２３の電位が「ＶＧＨ」と
なることから、トランジスタ８がオン（中）状態となり、ノード２４の電位が「ＶＧＬ」
へと引っ張られる。この結果、ノード２４の電位は、「ＶＧＬ」よりも高く「ＧＮＤ」よ
りも低くなる。このノード２４の電位降下に伴ってトランジスタ９はオフ状態となる。
【００７６】
　そして、ノード２３の電位が「ＶＧＨ」となることから、トランジスタ５および６もオ
ン（中）状態となる。また、「ＣＬＫ３」の電位が「ＶＧＨ」であることから、「ＣＬＫ

３」が、トランジスタ６を介して、「ＯＵＴ２」へ出力される。
【００７７】
　すなわち、期間Ｔ３の状態では、トランジスタ１、３、４がオン（高）状態となり、ト
ランジスタ５、６、８がオン（中）状態となり、その他のトランジスタがオフ状態となる
。また、ノード２１の電位が「ＶＧＨ」以上となり、ノード２２の電位が「ＶＧＬ」とな
り、ノード２３の電位が「ＶＧＨ」となり、ノード２４の電位が「ＶＧＬ」よりも高く「
ＧＮＤ」よりも低くなる。さらに、プリチャージとして「ＯＵＴ２」が出力される。
【００７８】
（期間Ｔ４）期間Ｔ４は、「ＣＬＫ１」と「ＣＬＫ３」が「ＶＧＨ」から「ＶＧＬ」とな
る期間である。具体的には、「ｉｎ」、「ＣＬＫ１」、「ＣＬＫ２」、「ＣＬＫ３」、「
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ＣＬＫ４」の各電位が「ＶＧＬ」となる期間である。期間Ｔ４は、「ＣＬＫ１」と「ＣＬ
Ｋ３」が「ＶＧＬ」となるので、トランジスタ３がオフ状態となる。一方で、ノード２１
および２３の電位は「ＶＧＨ」を保持し、ノード２２および２４の電位は「ＶＧＬ」を保
持する。
【００７９】
（期間Ｔ５）期間Ｔ５は、「ＣＬＫ２」のパルスが「ＶＧＬ」から「ＶＧＨ」へ切り替る
期間である。具体的には、「ＣＬＫ２」の電位が「ＶＧＨ」となり、その他の「ｉｎ」、
「ＣＬＫ１」、「ＣＬＫ３」、「ＣＬＫ４」の各電位が「ＶＧＬ」となる期間である。
【００８０】
　図８は、期間Ｔ５におけるシフトレジスタ回路の状態を説明する図である。図８に示す
ように、「ＣＬＫ２」の電位が「ＶＧＨ」となることから、トランジスタ５のドレイン－
ゲート間容量によって、ブートストラップが発生し、ノード２３が「ＶＧＨ」よりも高い
電位に持ち上げられる。これにより、「ＣＬＫ２」のパルスは電圧降下もなく「ＯＵＴ１

」へ出力される。
【００８１】
　具体的には、図４に示すように、「ＣＬＫ１」が「ＶＧＬ」であることから、トランジ
スタ３がオフ状態となり、トランジスタ４におけるブートストラップが終了し、ノード２
１の電位が「ＶＧＨ」となる。また、ノード２１の電位が「ＶＧＨ」であることから、ト
ランジスタ１は引き続きオン（高）状態を維持する。このため、ノード２２は、「ＶＧＬ
」へ引き続き引っ張られるので、「ＶＧＬ」を維持する。したがって、トランジスタ２、
１２、１３は、オフ状態を維持する。
【００８２】
　そして、ノード２３には、期間Ｔ３からトランジスタ４を介して「ＶＧＨ」が供給され
る。また、ノード２３が高電位であることから、トランジスタ８がオン（高）状態となり
、ノード２４が「ＶＧＬ」を維持するので、トランジスタ９もオフ状態を維持する。この
ように、ノード２３の電位を降下させる各トランジスタおよびトランジスタ３がオフ状態
のときに、「ＣＬＫ２」の電位が「ＶＧＨ」となることから、ノード２３においてブート
ストラップが発生する。この結果、ノード２３の電位がカップリングによって「ＶＧＨ」
以上となる。したがって、トランジスタ５が完全にオン（高）状態となり、電圧降下もな
く、「ＣＬＫ２」が「ＯＵＴ１」から出力される。なお、ノード２３の電位は、例えば「
ＶＧＨ」に対して１．３～１．５倍程度に上昇する。
【００８３】
　すなわち、期間Ｔ５の状態では、トランジスタ１、４、５、６、８がオン（高）状態と
なり、その他のトランジスタがオフ状態となる。また、ノード２１の電位が「ＶＧＨ」と
なり、ノード２２の電位が「ＶＧＬ」となり、ノード２３の電位が「ＶＧＨ」以上となり
、ノード２４の電位が「ＶＧＬ」となる。さらに、「ＣＬＫ２」が「ＯＵＴ１」として出
力される。
【００８４】
（期間Ｔ６）期間Ｔ６は、「ＣＬＫ２」のパルスが「ＶＧＨ」から「ＶＧＬ」に切り替る
期間である。具体的には、「ｉｎ」、「ＣＬＫ１」、「ＣＬＫ２」、「ＣＬＫ３」、「Ｃ
ＬＫ４」の各電位が「ＶＧＬ」となる期間である。期間Ｔ６では、「ＯＵＴ１」が「ＣＬ
Ｋ２」により「ＶＧＨ」から「ＶＧＬ」へ引かれる。また、ノード２３もカップリングの
影響を受けブートストラップ前の電位まで降下する。
【００８５】
（期間Ｔ７）期間Ｔ７は、「ＣＬＫ３」と「ＣＬＫ４」のパルスが「ＶＧＬ」から「ＶＧ
Ｈ」へと切り替る期間である。具体的には、「ｉｎ」、「ＣＬＫ１」、「ＣＬＫ２」の電
位が「ＶＧＬ」となり、「ＣＬＫ３」および「ＣＬＫ４」の電位が「ＶＧＨ」となる期間
である。
【００８６】
　図９は、期間Ｔ７におけるシフトレジスタ回路の状態を説明する図である。図９に示す
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ように、「ＣＬＫ３」は、トランジスタ６を介して「ＯＵＴ２」へ出力される時にブート
ストラップ効果により、ノード２３が「ＶＧＨ」よりも高い電位に持ち上げられる。この
結果、「ＣＬＫ３」のパルスが、「ＶＧＨ」から電位の降下もなく「ＯＵＴ２」へ出力さ
れる。また、「ＣＬＫ４」も電位が「ＶＧＬ」から「ＶＧＨ」へと切り替り、トランジス
タ１０および１１がオン状態となり、ノード２２とノード２４へ「ＶＧＨ」が供給される
。ところが、トランジスタ１およびトランジスタ８がオン状態であることから、ノード２
２とノード２４の電位が「ＶＧＬ」から変化することなく、そのままの電位を維持する。
【００８７】
　具体的には、図４に示すように、「ＣＬＫ４」の電位が「ＶＧＨ」であることから、ト
ランジスタ１０および１１がオン（高）状態となり、ノード２２およびノード２４へ「Ｖ
ＧＨ」が供給される。一方で、ノード２１の電位が「ＶＧＨ」であることから、トランジ
スタ１がオン（高）状態となり、ノード２２は「ＶＧＬ」へ引っ張られる。したがって、
ノード２２の電位は「ＶＧＬ」を維持する。また、ノード２３の電位が「ＶＧＨ」である
ことから、トランジスタ８がオン（高）状態となり、ノード２４は「ＶＧＬ」へ引っ張ら
れる。したがって、ノード２４の電位は「ＶＧＬ」を維持する。
【００８８】
　ノード２４が「ＶＧＬ」を維持するので、トランジスタ９もオフ状態を維持する。この
ように、ノード２３の電位を降下させる各トランジスタおよびトランジスタ３がオフ状態
のときに、「ＣＬＫ３」の電位が「ＶＧＨ」となることから、ノード２３においてブート
ストラップが発生する。この結果、ノード２３の電位がカップリングによって「ＶＧＨ」
以上となる。したがって、トランジスタ６が完全にオン（高）状態となり、電圧降下もな
く、「ＣＬＫ３」が「ＯＵＴ２」から出力される。
【００８９】
　すなわち、期間Ｔ７の状態では、トランジスタ１、４、５、６、８、１０、１１がオン
（高）状態となり、その他のトランジスタがオフ状態となる。また、ノード２１の電位が
「ＶＧＨ」となり、ノード２２の電位が「ＶＧＬ」となり、ノード２３の電位が「ＶＧＨ
」以上となり、ノード２４の電位が「ＶＧＬ」となる。さらに、「ＣＬＫ３」が「ＯＵＴ

２」として出力される。なお、期間Ｔ７では、次段のシフトレジスタ回路において「ＯＵ
Ｔ４」が出力される。
【００９０】
（期間Ｔ８）期間Ｔ８は、「ＣＬＫ４」と「ＣＬＫ３」のパルスが「ＶＧＨ」から「ＶＧ
Ｌ」となる期間である。具体的には、「ｉｎ」、「ＣＬＫ１」、「ＣＬＫ２」、「ＣＬＫ

３」、「ＣＬＫ４」の各電位が「ＶＧＬ」となる期間である。期間Ｔ８では、「ＯＵＴ２

」が「「ＣＬＫ３」により「ＶＧＨ」から「ＶＧＬ」へ引っ張られる。また、ノード２３
もカップリングの影響を受けブートストラップ前の電位まで降下する。また、「ＣＬＫ４

」の電位は「ＶＧＨ」から「ＶＧＬ」となるので、トランジスタ１０および１１がオン（
高）状態からオフ状態となり、ノード２２とノード２４への「ＶＧＨ」の供給が停止する
。
【００９１】
（期間Ｔ９）期間Ｔ９は、次段の「ＯＵＴ３」が出力される期間である。具体的には、期
間Ｔ５と同様、「ＣＬＫ２」の電位が「ＶＧＨ」となり、その他の「ｉｎ」、「ＣＬＫ１

」、「ＣＬＫ３」、「ＣＬＫ４」の各電位が「ＶＧＬ」となるとともに、「ＯＵＴ３」の
電位が「ＶＧＨ」となる期間である。
【００９２】
　図１０は、期間Ｔ９におけるシフトレジスタ回路の状態を説明する図である。図１０に
示すように、「ＯＵＴ３」のパルスによって、トランジスタ７および１４がオン状態とな
り、ノード２１とノード２３が「ＶＧＬ」へ引かれる。また、ノード２１およびノード２
３の電位が降下することにより、トランジスタ１、４、５、６、８がオフ状態となる。
【００９３】
　具体的には、図４に示すように、「ＯＵＴ３」の電位が「ＶＧＨ」となることから、ト
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ランジスタ７および１４がオン（高）状態となる。このため、ノード２１の電位は、トラ
ンジスタ１４のオンに伴って、「ＶＧＬ」に引っ張られるので、完全な「ＶＧＬ」となる
。また、ノード２３の電位も、トランジスタ７のオンに伴って、「ＶＧＬ」に引っ張られ
るので、完全な「ＶＧＬ」となる。
【００９４】
　そして、ノード２１の電位が「ＶＧＬ」になることから、トランジスタ１および４もオ
フ状態となる。同様に、ノード２３の電位が「ＶＧＬ」になることから、トランジスタ５
、６、８もオフ状態となる。
【００９５】
　すなわち、期間Ｔ９の状態では、トランジスタ７および１４がオン（高）状態となり、
その他のトランジスタがオフ状態となる。また、ノード２１の電位は、「ＶＧＬ」へ降下
し、ノード２２の電位は、「ＶＧＬ」を維持し、ノード２３の電位は、「ＶＧＬ」へ降下
し、ノード２４の電位は、「ＶＧＬ」を維持する。
【００９６】
（期間Ｔ１０）期間Ｔ１０は、期間Ｔ９から「ＣＬＫ２」が「ＶＧＬ」に切り替り、「Ｏ
ＵＴ３」が「ＶＧＬ」に切り替る期間である。具体的には、「ｉｎ」、「ＣＬＫ１」、「
ＣＬＫ２」、「ＣＬＫ３」、「ＣＬＫ４」、「ＯＵＴ３」の各電位が「ＶＧＬ」となる期
間である。
【００９７】
　この期間Ｔ１０は、期間Ｔ９の状態から変化しない。
【００９８】
（期間Ｔ１１）期間Ｔ１１は、期間Ｔ１０から「ＣＬＫ１」および「ＣＬＫ３」が「ＶＧ
Ｈ」に切り替わる期間であり、「ＯＵＴ４」が「ＶＧＨ」に切り替る期間である。具体的
には、「ＣＬＫ１」の電位が「ＶＧＨ」となり、「ＣＬＫ２」の電位が「ＶＧＬ」となり
、「ＣＬＫ３」の電位が「ＶＧＨ」となり、「ＣＬＫ４」の電位が「ＶＧＬ」となる期間
である。なお、この期間では、次段のシフトレジスタ回路において「ＯＵＴ４」が出力さ
れる。
【００９９】
　図４に示すように、期間Ｔ１１では、「ＣＬＫ３」が「ＶＧＨ」となるが、トランジス
タの状態に影響を及ぼさない。一方、「ＣＬＫ１」が「ＶＧＨ」となるので、トランジス
タ３がオン（高）状態となる。
【０１００】
（期間Ｔ１２）期間Ｔ１２は、期間Ｔ１１から「ＣＬＫ１」および「ＣＬＫ３」が「ＶＧ
Ｌ」に切り替る期間である。具体的には、「ＣＬＫ１」、「ＣＬＫ２」、「ＣＬＫ３」、
「ＣＬＫ４」の各電位が「ＶＧＬ」となる期間である。したがって、トランジスタ３がオ
ン（高）状態からオフ状態になる。
【０１０１】
（期間Ｔ１３）期間Ｔ１３は、期間Ｔ１２から「ＣＬＫ２」が「ＶＧＨ」に切り替る期間
である。具体的には、「ＣＬＫ１」の電位が「ＶＧＬ」となり、「ＣＬＫ２」の電位が「
ＶＧＨ」となり、「ＣＬＫ３」の電位が「ＶＧＬ」となり、「ＣＬＫ４」の電位が「ＶＧ
Ｌ」となる期間である。図４に示すように、期間Ｔ１３では、「ＣＬＫ２」が「ＶＧＨ」
となるが、トランジスタの状態に影響を及ぼさないので、期間Ｔ１２の状態から各トラン
ジスタの状態および各ノードの状態は変化しない。
【０１０２】
（期間Ｔ１４）期間Ｔ１４は、期間Ｔ１３から「ＣＬＫ２」が「ＶＧＬ」に切り替る期間
である。具体的には、「ＣＬＫ１」、「ＣＬＫ２」、「ＣＬＫ３」、「ＣＬＫ４」の各電
位が「ＶＧＬ」となる期間である。したがって、期間Ｔ１３の状態から各トランジスタの
状態および各ノードの状態は変化しない。
【０１０３】
（期間Ｔ１５）期間Ｔ１５は、「ＣＬＫ４」が「ＶＧＬ」から「ＶＧＨ」へ切り替る期間
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である。具体的には、「ＣＬＫ１」および「ＣＬＫ２」の電位が「ＶＧＬ」となり、「Ｃ
ＬＫ３」および「ＣＬＫ４」の電位が「ＶＧＨ」となる期間である。
【０１０４】
　図１１は、期間Ｔ１５におけるシフトレジスタ回路の状態を説明する図である。図１１
に示すように、「ＣＬＫ４」が「ＶＧＨ」となることから、トランジスタ１０および１１
がオン状態となり、「ＶＧＨ」がノード２２とノード２４へ供給される。このため、トラ
ンジスタ２、９、１２、１３がオン状態となり、ノード２１とノード２３が安定して「Ｖ
ＧＬ」となる。したがって、「ＣＬＫ１」や「ＣＬＫ２」や「ＣＬＫ３」が「ＶＧＬ」か
ら「ＶＧＨ」へ切り替っても影響を受けず誤動作することはない。この「ＣＬＫ４」は定
期的に「ＶＧＬ」から「ＶＧＨ」へ切り替るので、電位供給も定期的に行われる。このた
め、ノード２２とノード２４は、安定して「ＶＧＨ」を保つ。
【０１０５】
　具体的には、「ＣＬＫ４」が「ＶＧＨ」となることから、トランジスタ１０および１１
がオン（高）状態となる。このため、ノード２２へ「ＶＧＨ」が供給されるとともに、ノ
ード２４へ「ＶＧＨ」が供給され、ノード２２およびノード２４が「ＶＧＨ」付近の高電
位となる。ノード２２の電位が高電位になるので、ノード２２の電位をゲートに入力する
トランジスタ２、１２、１３がオン（高）状態となる。この結果、ノード２１の電位は、
トランジスタ２を介して「ＶＧＬ」へ引っ張られるので、安定して「ＶＧＬ」を保つ。ま
た、「ＯＵＴ１」および「ＯＵＴ２」についても、それぞれトランジスタ１２およびトラ
ンジスタ１３によって「ＶＧＬ」へ引っ張られる。
【０１０６】
　そして、ノード２３が「ＶＧＬ」であることから、トランジスタ８はオフ状態であるの
で、ノード２４は、供給される「ＶＧＨ」を維持する。このため、ノード２４の電位をゲ
ートに入力するトランジスタ９がオン（高）状態となり、ノード２３は、安定して「ＶＧ
Ｌ」を保つ。さらに、ノード２３の電位が「ＶＧＬ」で安定するので、トランジスタ５お
よびトランジスタ６もオフ状態を維持する。
【０１０７】
　すなわち、期間Ｔ１５の状態では、トランジスタ２、９、１０、１１、１２、１３がオ
ン（高）状態となり、その他のトランジスタがオフ状態となる。また、ノード２１および
ノード２３の電位が「ＶＧＬ」となり、ノード２２およびノード２４の電位が「ＶＧＨ」
付近の高電位となる。
【０１０８】
（期間Ｔ１６）期間Ｔ１６は、期間Ｔ１５の状態から、「ＣＬＫ３」および「ＣＬＫ４」
が「ＶＧＨ」から「ＶＧＬ」へ切り替る期間である。具体的には、「ＣＬＫ１」、「ＣＬ
Ｋ２」、「ＣＬＫ３」、「ＣＬＫ４」の各電位が「ＶＧＬ」となる期間である。
【０１０９】
　図４に示すように、「ＣＬＫ４」が「ＶＧＬ」となることから、トランジスタ１０およ
び１１がオフ状態となる。このため、ノード２２およびノード２４への「ＶＧＨ」の供給
が抑制される。ところが、ノード２２またはノード２４を「ＶＧＬ」へ降下させるトラン
ジスタがいずれもオフ状態であることから、ノード２２およびノード２４の電位は、期間
Ｔ１５から引き続き「ＶＧＨ」を維持する。
【０１１０】
［シフトレジスタ回路２０の効果］
　上述したように、シフトレジスタ回路２０は、１つの「ｉｎ」に対して、「ＯＵＴ１」
および「ＯＵＴ２」を出力することができるので、シフトレジスタ回路２０からなるドラ
イバ回路の回路規模を縮小させることができる。例えば、シフトレジスタ回路２０は、表
示素子を操作するドライバ回路に適用した場合は、ドライバ回路の回路規模を縮小させる
結果、狭額縁化を図ることができる。
【０１１１】
　また、「ＣＬＫ１」が「ＶＧＨ」のときにノード２１を「ＶＧＬ」へ引っ張るトランジ
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スタがオフ状態となるので、ノード２１にブートストラップが発生し、ノード２３へ「Ｖ
ＧＨ」を維持した「ＣＬＫ１」が安定的に出力することができる。また、「ＣＬＫ２」が
「ＶＧＨ」のときにノード２３を「ＶＧＬ」へ引っ張るトランジスタがオフ状態とするこ
とができる。さらに、このときに、トランジスタ３が「ＣＬＫ１」によってオフ状態とな
ることから、ノード２３の「ＶＧＨ」がノード２３内に留まることができるので、ノード
２３にブートストラップを発生させることができる。したがって、「ＯＵＴ１」を安定的
に出力することができる。
【０１１２】
　同様に、「ＣＬＫ３」が「ＶＧＨ」のときにノード２３を「ＶＧＬ」へ引っ張るトラン
ジスタがオフ状態とすることができる。さらに、このときに、トランジスタ３が「ＣＬＫ

１」によってオフ状態となることから、ノード２３の「ＶＧＨ」がノード２３内に留める
ことができるので、ノード２３にブートストラップを発生させることができる。したがっ
て、「ＯＵＴ２」を安定的に出力することができる。
【０１１３】
　また、シフトレジスタ回路２０は、ゲートが「ＯＵＴ３」の入力端子に接続され、ドレ
インがノード２３に接続されるとともにソースが低電位端子に接続された、「ＯＵＴ３」
の電位に応じてノード２３の電位を降下させるトランジスタ７を有する。このため、シフ
トレジスタ回路２０の非選択期間では、ノード２３の電位を降下させることができるので
、信号の出力を正確に抑制できる。
【０１１４】
　すなわち、「ＣＬＫ１」はノード２３に「ＶＧＨ」を出力した後には「ＶＧＬ」となり
、また、トランジスタ３はダイオード接続となっている。このため、「ＣＬＫ２」を「Ｏ
ＵＴ１」へ出力する時にはトランジスタ５のゲート－ドレイン間容量によってブートスト
ラップを発生させることができ、「ＣＬＫ３」を「ＯＵＴ２」へ出力する時にはトランジ
スタ６のゲート－ドレイン間容量によってブートストラップを発生させることができる。
この結果、ノード２３の電位が「ＶＧＨ」以上に高くなり、「ＯＵＴ１」は「ＣＬＫ２」
と同じ電位を出力することができ、「ＯＵＴ２」は「ＣＬＫ３」と同じ電位を出力するこ
とができる。
【０１１５】
　また、シフトレジスタ回路２０は、ノード２３の電位に応じてノード２４の電位を降下
させるトランジスタ８と、ノード２４の電位に応じてノード２３の電位を降下させるトラ
ンジスタ９を有する。このため、シフトレジスタ回路２０が選択期間、すなわち、ノード
２３が「ＶＧＨ」などの高電位の場合には、ノード２４の電位を「ＶＧＬ」へ降下させる
ことができるので、ノード２３を高電位に維持することができ、安定的に出力することが
できる。また、シフトレジスタ回路２０が非選択期間、すなわち、ノード２３が「ＶＧＬ
」などの低電位の場合には、ノード２４の電位を「ＶＧＨ」に維持することができるので
、ノード２３を低電位にすることができ、安定的に出力を抑制することができる。
【０１１６】
　また、シフトレジスタ回路２０は、ゲートが「ＣＬＫ１」と位相をずらして「ＣＬＫ３

」と同じタイミングで立ち上がる「ＣＬＫ４」の入力に応じてノード２４の電位を上昇さ
せるトランジスタ１０を有する。このため、ノード２４へ安定的に「ＶＧＨ」を供給する
ことができる。
【０１１７】
　また、シフトレジスタ回路２０は、「ＣＬＫ４」の入力に応じてノード２２の電位を上
昇させるトランジスタ１１を有する。このため、ノード２２へ安定的に「ＶＧＨ」を供給
することができる。そして、ノード２２の電位上昇に伴って、「ＯＵＴ１」または「ＯＵ
Ｔ２」の電位を「ＶＧＬ」へ降下させるトランジスタ１２および１３を有する。このため
、シフトレジスタ回路２０は、オフ状態の際に、誤った「ＯＵＴ１」および「ＯＵＴ２」
の出力を防ぐことができる。
【０１１８】
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　また、シフトレジスタ回路２０は、次段の回路が出力した「ＯＵＴ３」の電位が上昇す
ることに応じて、ノード２１の電位を降下させるトランジスタ１４を有する。このため、
シフトレジスタ回路２０は、後段の回路が信号を出力した際に、確実に非選択状態に遷移
することができる。また、シフトレジスタ回路２０は、「ｉｎ」の電位が上昇することに
応じて、ノード２１の電位を上昇させるトランジスタ１５を有する。このため、シフトレ
ジスタ回路２０は、「ｉｎ」が入力された際にノード２１の電位を上昇させ、選択状態に
遷移することができる。
【０１１９】
［適用範囲］
　例えば、上記の実施形態で例示したシフトレジスタ回路２０は、液晶パネルや有機ＥＬ
（Electro-Luminescence）パネルを用いた画像表示装置を動作させるドライバ回路に好適
に適用される。また、シフトレジスタ回路２０は、上述したドライバ回路以外の回路にも
適用することができる。また、シフトレジスタ回路２０は、複数のトランジスタと、各素
子を順次駆動するためのドライバ回路とを有するセンサ装置、発光素子アレイ、サーマル
ヘッド等、任意の装置に適用することができる。
【０１２０】
（液晶パネルへの適用）
　以下の説明では、シフトレジスタ回路２０の適用例として、液晶パネルを用いた画像表
示装置を動作させるドライバ回路にシフトレジスタ回路２０を適用する例について説明す
る。
【０１２１】
　図１２は、シフトレジスタ回路の適用例を説明する第１の図である。図１２に示す例で
は、画像表示装置５０は、制御回路５１とパネル５２とを有する。なお、画像表示装置５
０は、バックライト等の光源装置、カラーフィルタ基板、偏光方向が互いに異なる偏光板
等を有するが、図１２では、理解を容易にするため、それらの記載を省略した。
【０１２２】
　制御回路５１は、例えば、パネル５２に配置されるＦＰＣ（Flexible Printed Circuit
s）上に設けられたり、または、パネル５２の外部回路基板上に設けられており、パネル
５２を駆動させるための制御信号を駆動回路５５に出力する。なお、図１２では、ＦＰＣ
、または外部回路基板についての図示を省略した。
【０１２３】
　また、パネル５２には、液晶パネルが用いられており、一対の基板から構成されている
。例えば、パネル５２は、アクティブエリア５７に薄膜トランジスタが形成されたアレイ
基板とアレイ基板に対向するカラーフィルタ基板とからなる一対のガラス基板で構成され
ている。また、アクティブエリア５７のアレイ基板の周辺には、周辺部５４が形成されて
いる。周辺部５４には、駆動回路５５および走査線駆動回路５６が設けられており、走査
線駆動回路５６はアレイ基板のガラス上に形成されている。また、駆動回路５５と走査線
駆動回路５６とは走査線制御線５３で接続されている。
【０１２４】
　駆動回路５５は、駆動用の半導体素子からなり、アクティブエリア上に延在されたデー
タ線に画像信号を出力する信号線駆動回路、走査線制御回路および対向電位駆動回路等で
構成されている。なお、駆動回路５５は、アクティブエリア５７の周辺部５４にＣＯＧ（
Chip On Glass）方式で実装されている。
【０１２５】
　また、パネル５２の周辺部５４に設けられた走査線駆動回路５６には、第１形態におい
て説明したシフトレジスタ回路２０と同じ機能を発揮する複数の回路が適用されている。
具体的には、走査線駆動回路５６には、シフトレジスタ部２５と同様の機能を発揮するシ
フトレジスタ部２５～２５ｂが多段に接続され、各シフトレジスタ部２５～２５ｂには、
ＯＵＴ波形制御部２６と同様の機能を発揮するＯＵＴ波形制御部２６～２６ｂが接続され
ている。
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【０１２６】
　なお、シフトレジスタ部２５～２５ｂは、パネル５２のアレイ基板上に一体的に形成さ
れた走査線駆動回路５６上に形成されている。また、走査線駆動回路５６は、シフトレジ
スタ部２５～２５ｂ、およびＯＵＴ波形制御部２６～２６ｂ以外にも、複数のシフトレジ
スタ部、およびＯＵＴ波形制御部の組からなるシフトレジスタ回路を有するが、図１２で
は、理解を容易にするため、記載を省略した。また、各ＯＵＴ波形制御部２６～２６ｂの
それぞれには、アクティブエリア５７上に延設された走査線が２つずつ接続されている。
また、図１２に示す例では、理解を容易にするため、「ＣＬＫ１」～「ＣＬＫ４」の入力
線については、記載を省略した。
【０１２７】
　駆動回路５５は、走査線制御線５３で走査線駆動回路５６と接続されており、走査線制
御線５３を介して初段のシフトレジスタ部２５に制御信号を出力する。
【０１２８】
　アクティブエリア５７は、マトリックス状に配置した画素５８を複数有する。詳細には
、アクティブエリア５７には、複数のデータ線が列方向に延在され、複数の走査線が行方
向に延在されている。そして、アクティブエリア５７には、データ線と走査線との交差に
対応して、それぞれ画素５８が形成されている。
【０１２９】
　ここで、画素５８は、アクティブ素子として動作する薄膜トランジスタ５９と、画素電
極６０とを有する。画像表示装置５０は、アレイ基板に設けられた画素電極６０とカラー
フィルタ基板に設けられた共通電極（図示せず）との間に印加された電圧によって液晶分
子を制御して画像表示する。ここでは、パネル５２は、アレイ基板に画素電極６０が設け
られ、カラーフィルタ基板に共通電極が設けられた縦電界方式で説明しているが、これに
限らず、例えば、アレイ基板の画素５８内に画素電極６０および共通電極が設けられた横
電界方式であってもよい。
【０１３０】
　走査線駆動回路５６は、第１形態に係わるシフトレジスタ部２５と同様のシフトレジス
タ部２５～２５ｂを多段に接続し、各シフトレジスタ部２５～２５ｂにＯＵＴ波形制御部
２６～２６ｂを接続した回路により構成される。ここで、走査線駆動回路５６は、上述し
たシフトレジスタ部２５の動作によりＯＵＴ波形制御部２６が出力する「ＯＵＴ１」およ
び「ＯＵＴ２」をアクティブエリア５７上に延在する走査線に順次入力する。
【０１３１】
　また、シフトレジスタ部２５が有する「ＯＵＴ１」の電位は、シフトレジスタ部２５ａ
に「ｉｎ」として入力されているので、走査線駆動回路５６は、シフトレジスタ回路２５
ａの動作によりＯＵＴ波形制御部２６ａが出力する「ＯＵＴ３」および「ＯＵＴ４」をア
クティブエリア５７上に延在する走査線に順次入力する。このように、多段に設置された
シフトレジスタ部２５～２５ｂが信号を順次シフトさせ、各ＯＵＴ波形制御部２６～２６
ｂが２つの信号を順次出力する。このため、走査線駆動回路５６は、駆動回路５５から走
査線制御線５３を介して、制御信号が入力された場合には、アクティブエリア５７上の各
走査線に対して上方向から順に電圧を印加する。
【０１３２】
　例えば、走査線駆動回路５６は、制御信号を受信すると、シフトレジスタ部２５、およ
びＯＵＴ波形制御部２６の動作により、「ＯＵＴ１」を１段目の走査線に出力し、次に「
ＯＵＴ２」を２段目の走査線に出力する。次に、走査線駆動回路５６は、シフトレジスタ
部２５ａおよびＯＵＴ波形制御部２６ａの動作により、「ＯＵＴ３」を３段目の走査線に
出力し、次に「ＯＵＴ４」を４段目の走査線に出力する。この結果、走査線駆動回路５６
は、アクティブエリア５７上の各走査線に対して、順番に電圧を印加する。
【０１３３】
　ここで、従来のシフトレジスタ回路を用いて、走査線駆動回路５６を構成する場合には
、アクティブエリア５７上に延設された走査線と同数のシフトレジスタ回路を多段に接続
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し、各シフトレジスタ回路から各走査線上に信号を出力する。しかしながら、シフトレジ
スタ部２５とＯＵＴ波形制御部２６からなるシフトレジスタ回路２０を用いて、走査線駆
動回路５６を構成した場合には、１つのシフトレジスタ回路２０から２つの走査線に対し
て信号を出力することができるので、走査線駆動回路５６の回路規模を減少させ、画像表
示装置５０の狭額縁化を実現することができる。
【０１３４】
　また、シフトレジスタ回路２０は、ブートストラップ効果により、出力する信号の電位
を下げることなく出力することができるので、走査線駆動回路５６が各走査線に印加する
電圧の低下を防ぐことができる。この結果、画像表示装置５０は、アクティブエリア５７
の大型化や画素５８の細密化により走査線の数が増加した場合にも、各画素５８に印加す
る電圧の低下を防ぐことができるので、正常に動作することができる。
【０１３５】
　薄膜トランジスタ５９は、画素５８が形成された位置に応じたデータ線とソースとが接
続され、画素５８が形成された位置に応じた走査線とゲートとが接続されている。そして
、走査線駆動回路５６から対応する走査線に電圧が印加されるとともに、駆動回路５５か
ら対応するデータ線に電圧が印加された場合に、データ線に印加された電圧が薄膜トラン
ジスタ５９を介して画素電極６０に印加される。
【０１３６】
　なお、図１２では、液晶パネルを用いた画像表示装置にシフトレジスタ回路２０を適用
する例について説明した。しかしながら、実施の形態はこれに限定されるものではない。
例えば、有機ＥＬパネルを用いた画像表示装置にシフトレジスタ回路２０を適用してもよ
い。例えば、図１３は、シフトレジスタ回路２０の適用例を説明する第２の図である。
【０１３７】
（有機ＥＬへの適用）
　図１３に示す例では、シフトレジスタ部２５、およびＯＵＴ波形制御部２６を有する走
査線駆動回路５６を有し、有機ＥＬパネルを用いた画像表示装置７０について記載した。
また、図１３に示す例では、理解を容易にするため、シフトレジスタ部２５、およびＯＵ
Ｔ波形制御部２６からなるシフトレジスタ回路２０を有する走査線駆動回路５６を記載し
たが、走査線駆動回路５６は、シフトレジスタ回路２０と同様の回路を複数有するものと
する。具体的には、走査線駆動回路５６は、アクティブエリア５７上に延設する走査線の
数の半分の数だけシフトレジスタ回路２０と同様の回路を多段に接続することで構成すれ
ばよい。なお、上述の液晶パネルを用いた画像表示装置５０と同様に、シフトレジスタ回
路２０は、パネル５２のアレイ基板上の周辺部に一体的に形成されている。
【０１３８】
　図１３に示す例では、画素５８は、アノードが定電位供給回路７１と電気的に接続され
た発光素子８０と、発光素子８０のカソードに一方の電極が接続されたトランジスタ８１
とを有する。また、画素５８は、ｎ型の薄膜トランジスタによって形成され、ドレインが
トランジスタ８２のドレインに接続され、ソースが電源供給回路７２と電気的に接続され
たドライバ素子８３とを有する。また、画素５８は、ドライバ素子８３を形成する薄膜ト
ランジスタのゲート・ドレイン間の導通状態を制御するトランジスタ８２と静電容量８４
とを有する。
【０１３９】
　また、図１３に示す例では、各画素５８内に備わる発光素子８０のアノードに対して一
定のオン電位を供給する定電位供給回路７１と、制御線を介して、画素５８内に備わるト
ランジスタ８１の駆動を制御する駆動制御回路７３と、ドライバ素子８３のソースにオン
電位または０電位を供給する電源供給回路７２とを有する。
【０１４０】
　発光素子８０は、電流注入によって発光する機構を有し、例えば有機ＥＬ素子によって
形成される。有機ＥＬ素子は、Ａｌ、Ｃｕ、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）等によって形成
されたアノード層およびカソード層と、アノード層とカソード層との間にフタルシアニン
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って形成された発光層とを少なくとも備えた構造を有し、発光層に注入された正孔と電子
とが発光再結合することによって光を生じる機能を有する。
【０１４１】
　トランジスタ８１は、発光素子８０とドライバ素子８３との間の導通を制御する機能を
有し、本実施形態１では、ｎ型の薄膜トランジスタによって形成される。すなわち、薄膜
トランジスタのドレインとソースとがそれぞれ発光素子８０、ドライバ素子８３に接続さ
れる一方で、ゲートが駆動制御回路７３と電気的に接続された構成を有し、駆動制御回路
７３から供給される電位に基づいて、発光素子８０とドライバ素子８３との間の導通状態
を制御している。
【０１４２】
　ドライバ素子８３は、発光素子８０に流れる電流を制御するための機能を有する。具体
的には、ドライバ素子８３は、閾値以上の電位差に応じて発光素子８０に流れる電流を制
御する機能を有する。本実施形態１では、ドライバ素子８３は、ｎ型の薄膜トランジスタ
によって形成され、ゲートとソースとの間に印加される電位差に応じて発光素子８０の発
光輝度を制御している。
【０１４３】
　このような画素５８においては、駆動回路５５が信号線に印加した電圧により静電容量
８４に電荷が蓄積される。そして、駆動制御回路７３がトランジスタ８１のゲートに電圧
を印加している間、静電容量８４に蓄積した電荷に応じた電流が発光素子８０に流れ、発
光素子８０が発光する。
【０１４４】
　このように、各画素５８が発光素子８０を有する場合であっても、走査線駆動回路５６
は、シフトレジスタ部２５、およびＯＵＴ波形制御部２６からなるシフトレジスタ回路２
０が、２つの走査線に各画素の出力信号を出力する。このため、画像表示装置７０は、画
素５８が有機ＥＬパネルを有する場合にも、走査線駆動回路５６の回路規模を減少させ、
狭額縁化を図ることができる。また、シフトレジスタ回路２０は、走査線上に出力する信
号の電位の低下を防ぐので、アクティブエリア５７上の画素数に係わらず、画像表示装置
７０を正常に動作させることができる。
【符号の説明】
【０１４５】
　１～１５　　トランジスタ
　２０　　　　シフトレジスタ回路
　２１～２４　ノード
　２５、２５ａ、２５ｂ　　　　シフトレジスタ部
　２６、２６ａ、２６ｂ　　　　ＯＵＴ波形制御部
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